HIRADAS

1989. mércius 13-15 k6z6tt Baden-Badenben a nyugatnémet
Mikroelektronikai Tarsasag konferenciat tartott. A rendezvény
résztvevéi és eldadbi a nyugatnémet félvezetd ipar legjobb
szakemberel (kutaték, konstruktdrok, technolégusok) és a kii-
16nb628 felsdoktatasi intézmények professzorai, akik félvezetd
konstrukciéval és technolégia-kutatassal foglalkoznak. Ezen
okok miatt nagy jelent3ségli a magyar egyesiletek (HTE,MEE)
kapcsolata a nyugatnémet egyesiilettel VDE), amely a badon-
hadenikonferenciak szervezéje.

Akonferencian elhangzottak Iparpolitikai, technolégia politika
ésapiackutatdsiproblémdékkalfoglalkozé eiadasok is, de aren-
dezvény 16 témdjaa mikroelektronika egy specialis teriilete afél-
vezet§ technolégia.

Az eldadasok dontd tobbsége félvezetd targyl volt. Kilonbd-
26 konstrukcids és kapcsoldstechnikai eredmények keriiltek is-
mertetésre specidlis alkalmazdsi célokra. Jelent8s teret kapott
az Uj miveletek bemutatidsa megfelel§ felhaszndl4si tertiletek-

Hiraddstechnika, XL.évfolyam, 1989.7.szém

kel kiegészitve: legfontosabb kéziiliik a SOI- technika bemutats -
savolt. A sziliciumot a szigeteld szerkezetben (SOI) implantaci-
éval lézeres 4tkristdlyositassal, vagy molekuléris epitaxlaval
alakitjak ki. :

A meméridk kéziil SRAM-ok elballitadsa a Philipsnél gyartasi
szinten 0,7 wmvonalszélességgel folyik ( 1Mb SRAM), mig a fej-
lesztési részleg 0,6 um vonalszélességet alkalmaz a 4 Mb
SRAM-ok megvalés{tgséhoz. Elektronsugaras litografiat alkal-
maznak néhany felhasznalél kapudramkér gyors befejezésére.

A bipoléris dramkérok elemstriségének novelésére az Imp-
lantalt, iletve a pofikristalyokbdl kialakitott emitter- bazis struk-
tirakat, valamint az oxidszigetelést alkaimazzik. Intenziv kuta-
tas kezdddott kildnbdzd mikroelektronikal alkatrészek harom-
dimenziés célintegralasara.
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